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having inner chamber positioned within first screening chamber 
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A screening device for screening of electromagnetic 
radiation at and from electronic components (T) has a first 
screening chamber (A) and at least a second screening chamber 

(B) . The screening device has an integral design, wherein the 
at least second chamber forms an inner chamber (B) which lies 
within the first screening chamber (A) , and the inner chamber 

(B) is more specifically is additionally fixed to the first 
screening chamber via a crimp-connection.; USE - Mobile 
telecommunications terminals for screening high- frequency (HF) 
irradiation and radiation. ADVANTAGE - Improved high-frequency 

(HF) leak-proofness and simplified equipping. 

(SIEI ) SIEMENS AC- 
ALBERT I M; LUNGWITZ M; 
DE19945427-C1 02.11.2000; 
DE; 

H05K-009/00; 

V04-U03; WOl-COlAl; W01-C01D3C; W02-C03C1C; W02-C03C3C; 

W02-G02A1; W02-G02H; 

V04; WOl; W02; 

2000612692.gif 

DE1045427 22.09.1999; 

02.11.2000 

15.11.2000 




http://fi2.mchp.siemens.de/HTML/27 14729l^^ 05 04 200S 

BEST AVAILABLE COPY ^^^^ 2005 



® BUNDESREPUBLIK (g) Patentschrift 

DEUTSCHLAND ^ QE 199 45 427 C 1 



(a) Aktenzeichen: 199 45 427.2-34 

(g) Anmeldetag: 22. 9. 1999 

® Offenlegungstag: 
@ Veroffentlichungstag 

der Patenterteilung: 2. 1 1. 2000 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 




® lnt.Cl7: 

H05K9/00 

//H04B 15/02,H04M i- 
1/02 Q 

CM 
ID 



Innerhalb von 3 Monaten nach Veroffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben warden 



@ Patentinhaben 


@ Erfinder: 


Siemens AG, 80333 Munchen, DE 


Lungwitz, Matthias, Dipl.-lng. (FH), 46399 Bocholt, 




DE; Albert!, Mathaus, Dr.-lng., 46395 Bocholt, DE 




@) Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht 




gezogene Druckschriften: 




US 58 95 884 A 




EP 08 86 464 A2 




EP 07 35 811 A2 



@ Abschirmvorrichtung und Verfahren zu deren Herstellung 

@ Die Erfindung betrifft eine Abschirmvorrichtung (1) so- 
wie ein dazugehoriges Herstellungsverfahren zur Ab- 
schirmung von elektromagnetischer Strahlung auf und 
von elektronischen Bauteilen (T) mit einer ersten Ab- 
schirmkammer <A) und zumindest einer zweiten Ab- 
schirmkammer (B), wobei die Abschirmvorrichtung <1) 
einstuckig ausgebildet ist. Beim Bestucken als SMD-Bau- 
tei! ergibt sich dadurch eine starke Vereinfachung. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Ab- 
schirmvorrichtung zur Abschirmung von elektromagneti- 
scher Strahlung sowie ein dazugehoriges Verfahren und ins- 5 
bcsondere auf eine SMD-Abschinnvorrichtung, wie sie in 
mobilen Tblekommunikations-Endgeraten zur Vermeidung 
von HF-Ein- bzw. -Abstrahlung verwendet werden kann. 

Zur Abschirmung von Logik- und Hochfrequenzschalt- 
kreisen werden in Telekonununikations-Endger^ten, insbe- 10 
sondere in Mobilfunkgeraten bzw. Handys, ublicherweise 
auf die zu schinnenden Bauteile bzw. Baugruppen einer Lei- 
terplatte AbschinngehMuse bzw. Abschirmvorrichtungen 
aufgesetzt und va-l6tet Hne derartige Abschirmvorrichtung 
ist beispielsweise aus der Druckschrift EP 0 735 81 1 A2 be- 15 
kannt. Nachteilig ist jedoch bci einer derartigen Abschirm- 
vorrichtung die Tatsache, dafi lediglich eine geschlossene 
Abschirmkammer ausgebildet wird und somit zum Abschir- 
men einer >^elzahi von Logik- oder Hochfrequenzschaltun- 
gen eine entsprechende \^elzahl von Abschirmvorrichtun- 20 
gen verwendet werden muB. Dadurch erhoht sich sowohl 
der Platzbedarf sowie der BestCickungsaufwand fur die Ge- 
samtschaltung. 

Zur platzsparenden und kostengunstigen Abschirmung 
von mehreren Lx>gik- bzw. Hochftequenzschaltungen wur- 25 
den daher Abschirmvorrichtungen mit einer Vielzahl von 
Abschirmkammem entwickelt. Derartige Mehrkammer- Ab- 
schirmvorrichtungen sind beispielsweise aus der Druck- 
schrift US 5,895,884 und der Druckschrift EP 0 886 464 A2 
bekannt. Fig. 1 und 2 zeigen eine perspektivische Ansicht 30 
einer derartigen Mehrkammer-Abschirmvorrichtung, wie 
sie beispielsweise aus der Druckschrift EP 0 886 464 A2 be- 
kannt ist. Herkommliche Abschirmvorrichtungen bestehen 
demzufolge aus einem Abschirmrahmen 2, wie er in Fig. 2 
dargestellt ist, und einem dazugehorigen Abschirmdeckel 3, 35 
wie er in Fig. 1 dargestellt ist. Der Abschirmrahmen 2 wird 
vorzugsweise auf einer Leiterplatte (PCB, printed circuit 
board) aufgelotet und besitzt eine \^elzahl von Kaimnem. 
An der Oberseite des Abschirmrahmens 2 befinden sich 
Zapfen, die zur Befestigung des Abschirmdeckels 3 verwen- 40 
det werden. GemaB Fig. 1 besteht der Abschirmdeckel 3 aus 
einem planen Blechteil, das zur Verbindung mit dem Ab- 
schirmrahmen 2 zu den Zapfen dazugehorige Aussparungen 
aufweisL Nach dem Verlotwi des Abschirmrahmens 2 sowie 
der auf der Leiterplatte befindlichen Bauteile wird der Ab- 45 
schirmdeckel 3 auf den Abschirmrahmen 2 aufgelegt und 
festgepreBt. Dadurch erhalt man eine Abschirmvorrichtung 
mit mehreren geschlossenen sowie HF-dichten Abschirm- 
kammem. Nachteilig ist jedoch bei dieser herkommlichen 
Abschirmvoirichtung, dafi der Bestuckungsaufwand auf- so 
grund mehrerer BestQckungsvorgange und verschiedener 
Zufuhrb^der fUr den Deckel und Rahmen hoch ist Daniber 
hinaus ben5tigt diese herkOmmliche Abschirmvorrichtung 
eine mechanische Nachbearbeitung zum Befestigen des Ab- 
schirmdeckels 3 und liefm keine hundertprozentige HF- 55 
Dichtigkeit. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
Abschirmvorrichtung sowie ein dazugehoriges Herstel- 
lungsverfahren zu schaffen, welches eine verbesserte HF- 
Dichtigkeit und eine vereinfachte BestUckung ermoglicht. 60 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB hinsichtlich der 
Abschirmvorrichtung durch die Merkmale des Patentan- 
spruchs 1 und hinsichtlich des Verfahrens durch die MaB- 
nahmen des Patentanspruchs 8 gelost. 

Insbesondere durch eine einstuckige Ausbildung der Ab- 65 
schirmvorrichtung vereinfacht sich der Bestuckungsauf- 
wand erheblich und verbessert sich daniber hinaus die HF- 
Dichtigkeit. 



Vorzugsweise wird die Abschirmvorrichtung als Hef- 
ziehteil derart ausgebildet, dafi zumindest eine zweite Ab- 
schirmkammer innerhalb einer ersten Abschirmkammer 
eingebogen werden kann. Durch Herstellen einer zusatzil- 
chen Quetschverbindung zwischen der ersten und zweiten 
Abschirmkammer kann ein Zuriickfedem der zumindest ei- 
nen zweiten Abschirmkammer, die sich innertialb der ersten 
Abschirmkammer befindet, zuverlassig verhindert werden. 
Eine einfache und kostengiinstige BestUckung als SMD- 
Bauteil ist dadurch sicheigestellt, wobei zum Ausbilden ei- 
ner Vielzahl von Kammem lediglich ein Bestuckungsvor- 
gang ausreicht. 

Die zumindest zweite AbschirmkanMner kann sich jedoch 
auch auBerhalb und/oder innerhalb der ersten Abschirm- 
kammer befinden wodurch sich bei weiterhin vereinfachter 
BestUckung eine erhohte Flexibilitat fur die abzuschirmen- 
den Bereiche auf der Leiterplatte eigibt, Beim Layout fur die 
Logik- Oder Hochfrequenzschaltungen mussen daher keine 
weitergehenden Uberlegungen getroffen werden, 

Zur Verbesserung der Lotfahigkeit der Bauteile bzw. Ab- 
schirmkammem innerhalb einer Abschirmkammer werden 
vorzugsweise Offnungen vorgesehen, uber die Warme in 
Form von Warmestrahlung und/oder eines Heizgases zuge- 
fuhrt wird. Auf diese Weise kann auch fur die erfindungsge- 
maBe Abschirmvorrichtung ein herkommliches Reflow-Lot- 
verfahren verwendet werden, wobei zuverlassige Lotkon- 
takte zu den Bauteilen bzw. zum Abschirmrahmen heige- 
stellt werden. 

In den weiteren Patentanspriichen sind vorteilhafte Aus- 
gestaltungen der Erfindung gekennzeichnet. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausftih- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung naher 
beschrieben. 

Es zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Abschirmdek- 
kels einer Abschirmvorrichtung gemaB dem Stand der Tfech- 
nik; 

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Abschirmrah- 
mens einer Abschirmvorrichmng gemMB dem Stand der 

Technik; 

Fig. 3A eine Draufsicht einer Abschirmvorrichtung vor 
einem Biegeschritt; 

Fig. 3B eine Schnittansicht der Abschirmvorrichtung ge- 
maB Fig. 3A; 

Fig, 4A eine Draufsicht einer Abschirmvorrichtung ge- 
m^ einem ersten AusfUhrungsbeispiel nach einem Biege- 
schritt und Quetschverbindungsschritt; 

Fig. 4B eine Schnittansicht dor Abschirmvorrichtung ge- 
maB Fig. 4A; 

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der Abschirmvorrich- 
tung gemaB Fig. 4 A und 4B; 

Fig. 6 eine vergrofierte Schnittansicht einer Quetschv^- 
bindung; 

Fig. 7 eine Draufsicht einer Abschirmvorrichtung vor ei- 
nem Biegeschritt gemaB einem zweiten Ausftihrungsbei- 
spiel; 

Fig. 8A eine Draufsicht einer Abschirmvorrichtung vor 
einem Biegeschritt gemSB einem dritten AusfUhrungsbei- 
spiel; 

Fig. 8B eine Draufsicht der Abschirmvorrichtung gemaB 
Fig. 8A nach einem Biegeschritt; 

Fig, 8C eine Draufsicht einer abgewandelten Form der 
Abschirmvorrichtung gemaB Fig. 8A nach einem Biege- 
schritt und 

Fig. 9 eine Draufsicht einer Abschirmvorrichtung gemaB 
einem vierten AusfUhrungsbeispiel. 

Fig. 3 A zeigt eine Draufsicht einer Abschirmvorrichtung 
1 gemSB einem ersten ^ndungsgen^en AusfUhrungsbei- 
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spiel. Vorzugsweise besteht die Abschinnvorrichtung 1 aus 
einem einstuckigen tiefziehbaren Abschirmblech, das ent- 
sprechend seiner spateren Verwendung in eine vorbe- 
stimmte Form gebracht wird. GemaB Fig. 3A besitzt die Ab- 
schinnvorrichtung 1 einen ersten und zweiten Abschirm- 
kammerbereich, in dem beispielsweise durch Tiefziehen 
eine erste Abschirmkammer A und eine zweite Abschirm- 
kammer B ausgebildet wird. 

Fig. 3B zeigt eine Schnittansicht der Abschirmvoirich- 
tung 1 gemafi Fig. 3A, aus der das Profil der Abschinnkam- 
mem A und B ersichtlich ist In Fig. 3A und 3B bezeichnet 
O eine Offnung bzw. Ausspaning, die zur Veibesserung der 
Ldteigenschaften insbesondere bei einem Reflow-LotprozeB 
voigesehen werden kann. Gem^ Fig. 3B wird foliglich die 
erste Abschirmkanmier A in einer ersten Richtung, d. h. 
nach oben und die zweite Abschirmkammer B in eine zur er- 
sten Richtung entgegengesetzten Richtung, d. h. nach unten 
gezogen, wodurch sich zwd in entgegengesetzter Richtung 
erstreckende Kammern ergeben. 

Mit L ist eine Biegelinie bezeichnet, um die beispiels- 
weise die Abschirmkammer B um 180^ in Richtung zur er- 
sten Abschirmkammer A entgegen dem Uhrzeigersinn ge- 
bogen werden kann. Da nach diesem Biegeschritt ublicher- 
weise die zweite Abschirmkammer B eine gewisse Feder- 
wirkung aufweist und nicht vollstandig innerhalb der ersten 
Abschirmkammer A verbleibt, kann die zweite Abschirm- 
kammer B im Bereich seines losen Endes mit der ersten Ab- 
schirmkammer A verbunden werden. Vorzugsweise erfolgt 
diese Verbindung durch einen Quetschveibindungsschritt, 
wie er spater im Einzelnen beschrieben wird. 

Fig. 4A zeigt eine Draufsicht der Abschinnvorrichtung 1 
gemaB dem ersten Ausfuhningsbeispiel nach einem derarti- 
gen Biege- und Verbindungsschritt. Fig. 4B zeigt die dazu- 
gehorige Schnittansicht der Abschinnvorrichtung 1 gemaB 
dem ersten Ausfuhningsbeispiel nach dem Biege- und Ver- 
bindungsschritt, GemaB Fig. 4A und 4B befindet sich bei 
geeigneter Dimensionierung des Abschirmmaterials bzw. 
der ersten und zweiten Abschirmkammerbereiche die zweite 
Abschirmkanmier B an einer vorbestimmten Stelle inner- 
halb der ersten Abschirmkammer A. Aufgrund der relativen 
Positionierung zueinanda: wird die zweite Abschirmkam- 
mer B auch als Innenkammer und die erste Abschirmkam- 
mer A auch als AuBenkammer bezeichnet. 

Zur Vermeidung von Federeffekten, wobei die zweite Ab- 
schirmkammer B gegenub^ der ersten Abschirmkammer A 
aufgrund von Biegespannungen zuriickfedert, befindet sich 
in einem BerUhrungsbereich der ^sten und zweiten Ab- 
schiimkammem vorzugsweise eine Quetschverbindung, bei 
der die Oberflachen der Abschirmkammem gleichformig 
verformt und damit miteinander verbunden werden. 

Eine derartige Quetschverbindung ist beispielsweise in 
Fig. 6 daxgesteUt, wobei in einem oberen Bereich der Ab- 
schirmkammem A und B eine Ungsnut Q eingepreBt wird. 
Hierbei verformen sich die entsprechenden Bereiche der 
Abschirmkammem A und B derart, daB ihre jeweiligen 
Schichten (z. B. durch Scherung) miteinander verbunden 
werden. Auf diese Weise kann eine Befestigung des losen 
Endes der zweiten Abschirmkammer B an der ersten Ab- 
schirmkammer A kostengiinstig und auf einfache Weise er- 
reicht werden. Eine hundertprozentige HF-Dichtigkeit 
bleibt erhalten, da die Hefe der Scherung eine Dicke der 
doppelten Materialstarke (der Schichten) nicht uberschrei- 
tet. 

GemaB Fig. 4B kann somit die Abschinnvorrichtung 1 in 
gleicher Weise in einem Bestiickungsvorgang auf eine Lei- 
terplatte P als SMD-Bauteil (surface mounted device) auf- 
gebracht werden, wobei die darunter befindlichen Bauteile 
bzw. Schaltungskreise T voneinander und gegenuber der 



Umgebung HF-dicht abgeschirmt werden. Der Bestuk- 
kungsvorgang erfolgt hierbei in gleicher Weise wie der Be- 
stuckungsvorgang der SMD-Bauteile T, die sich innerhalb 
der Abschirmvorrichtung 1 befinden. Genauer gesagt wer- 
s den zunachst auf der Leiterplatte P an den entsprechenden 
Stellen Leiterbahnen fur die Abschirmvorrichtung 1 ausge- 
bildet, die vorzugsweise zur Massekontaktierung der Ab- 
schirmvorrichtung 1 dienen. AnschlieBend wird in gleicher 
Weise wie fUr die SMD-Bauteile T eine L5^aste beispiels- 

10 weise uber einen Dispenser oder ein Siebdruckverfahren an 
entsprechenden Bereichen der Leiterplatte P aufgetragen. In 
einem nachfolgenden Bestiickungsvorgang werden zu- 
nSchst die SMD- oder sonstigen diskreten Bauteile T auf der 
Leiterplatte P bzw. der vorher aufgebrachten Lotpaste posi- 
ts tioniert und abschlieBend die einstuckige Abschirmvorrich- 
tung 1 aufgebrachl. Die Abschirmvorrichtung 1 laBt sich 
hierbei in gleicher Weise wie die SMD-Bauteile T auf der 
Leiterplatte P positionieren, wobei mit einem Bestiickungs- 
schritt eine Vielzahl von hundertprozentig HF-dichten Ab- 

20 schirmkammem ausgebildet werden. In einem nachfolgen- 
den Lotschritt werden die Bauteile T so wie die Abschirm- 
vorrichtung 1 auf der Leiterplatte T verlotet. Vorzugsweise 
wird hierbei ein Reflow-Lotverfahren verwendet, bei dem 
die Lotpaste iiber Heizgas (z. B. Luft) oder Warmestrahlung 

25 derart erwarmt wird, daB die Bauteile T bzw. der Abschirm- 
vorrichtung 1 eine Schmelzverbindung mit der Leiterplatte 
P ausbilden. Der vorstehend beschriebene Lotvorgang er- 
folgt ublicherweise in einem Lotofen mit vorbestimmtem 
Temperaturprofil. 

30 Zur Verbesserung der Lotergebnisse innerhalb der Ab- 
schirmvorrichtung 1 besitzt diese vorzugsweise eine Off- 
nung bzw. Aussparung O. iiber die wahrend des Refiow-Lot- 
vorgangs Warmestrahlung bzw. Heizgase zugefiihrt werden 
und somit eine einwandfreie Lotung der Bauteile T sicher- 

35 gestellt ist. GemaB Fig. 4B befindet sich eine derartige Off- 
nung O lediglich in der ersten Abschirmkanmfier A (AuBen- 
kammer). Es konnen jedoch eine Vielzahl von Offhungen O 
in der ersten Abschirmkammer A und auch in der zweiten 
Abschirmkammer B ausgebildet werden. Vorzugsweise 

40 werden diese Offhungen O als Bohmngen ausgebildet, be- 
vor der Hefziehschritt bzw. der Biegeschritt durchgefUhrt 
wird. Die Bohmngen kdnnen jedoch auch zu einem spateren 
Zeitpunkt in der Abschirmvorrichtung ausgebildet werden. 
Die Dimensioniemng der Offhungen O ist hierbei derart 

45 auszulegen, daB die Abschirmung gegenuber einer Einstrah- 
lung bzw. Abstrahlung von elektromagnetischen Wellen 
nicht wesentlich beeintrachtigt wird. 

Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht der Abschirm- 
vorrichtung 1 gemaB dem ersten AusfUhmngsbeispiel, wo- 

50 bei eine erste Abschirmkammer A (AuBenkammer) und eine 
zweite Abschirmkammer B (Innenkammer) ausgebildet 
sind. GemaB Fig. 5 wird die zweite Abschirmkammer B mit 
der ersten Abschirmkammer A an seinem losen Ende iiber 
eine (Quetschverbindung Q verbunden, wobei eine Offnung 

55 in Form einer Bohning O die Zuflihrung von HeiBluft ver- 
einfacht und damit einen Reflow-LStvorgang verbessert. 

Fig. 7 zeigt eine Draufsicht einer Abschirmvorrichtung 
gemaB einem zweiten Ausfuhningsbeispiel, wobei die Ab- 
schirmvorrichtung 1 eine erste Abschirmkammer A sowie 

60 weitere zweite Abschirmkammem B, C und D aufweist. Die 
Abschirmvorrichtung 1 gemaB Fig. 7 wird in ahnlicher 
Weise mittels eines Tiefziehverfahrens ausgebildet wie die 
Abschirmvonichtung gemaB Fig. 3A, weshalb auf eine de- 
taillierte Beschreibung nachfolgend verzichtet wird. 

65 GemaB einer ersten Ausfuhrungsform des zweiten Aus- 
fuhrungsbeispiels konnen alle zweiten Abschirmkammem 
B, C und D in der zweiten Richtung (d. h. nach unten) aus- 
gebildet und somit als innere Abschirmkammem in die erste 
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Abschiraikammer A gebogen werden. Die Abschinnvor- 
richtung gemaB dieser ersten Ausfuhrungsform des zweiten 
AusfUhrungsbeispiels besteht demzufolge aus einer ersten 
auBeren Abschirmkammer A und drei zweiten inneien Ab- 
schirmkammem B, C und D. 5 

Gemafi einer zweiten Ausfuhrungsform des zweiten Aus- 
fUhrungsbeispiels kann jedoch auch eine d^ zweiten Ab- 
schirmkammem z. B. die Abschirmkammer D in der glei- 
chen Richtung (d. h. nach oben) wie die erste Abschinn- 
kammer A ausgebildet werden, wodurch sich eine Ab- lO 
schirmvorrichtung 1 ergibt, bei der die Abschirmkammer A 
neben der Abschirmkammer D iiegt und die Abschirmkam- 
mem B und C innerhalb der Abschirmkammer A eingebo- 
gen sind. 

Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten is 
Mehrkammer-Abschinnvorrichtungen ausbilden, weshalb 
man eine auBerst flexible Abschirmvorrichtung erhalt, die 
sich an die Gegebenheiten der Leiterplatte P bzw. der darauf 
befindlichen Logik- oder Hochfrequenzschaltungen beliebig 
anpaBt. Eine Offhung O bzw. Quetschverbindung Q ist in 20 
Fig. 7 nicht explizit dargestellt, kann jedoch in ahnlicher 
Weise nach den jeweiligen Bediirfhissen ausgebildet wer- 
den. 

Fig. 8A, 8B und 8C zeigen eine Draufsicht einer Ab- 
schirmvorrichtung gemaB einem dritten Ausfuhrungsbei- 25 
spiel. Fig. 8A zeigt hierbei eine Draufsicht der Abschirm- 
vorrichtung, wobei eine erste Abschirmkammer A beispiels- 
weise in einer ersten Richtung (d. h. nach oben) und eine 
zweite Abschinnkammer E in einer zur ersten Richtung ent- 
gegengesetzten zweiten Richtung (d. h. nach unten) ausge- 30 
bildet ist. Zwischen der ersten und zweiten Abschirmkam- 
mer A und E befinden sich zwei Verbindungsstege S, die 
beispielsweise durch Herausschneiden von Abschirmmate- 
rial ausgebildet werden konnen. 

Fig. 8B zeigt eine Draufsicht der Abschirmvorrichtung 35 
gemaB dem dritten Ausfuhrungsbeispiel nach einem Biege- 
schritt, wobei die erste Abschirmkammer A unter die Ver- 
bindungsstege S in Richtung zur zweiten Abschirmkammer 
E gebogen wird, Auf diese Weise erhalt man eine einstiik- 
kige Abschirmvorrichtung 1, mit besond^s kleinen Abmes- 40 
sungen, die beispielsweise mit einem Abschinnmaterial, 
wie es in Fig, 7 daigestellt ist, nicht realisiorbar ist. 

Fig. 8C zeigt eine Draufsicht einer Modifikation des drit- 
ten Ausfiihrungsbeispiels. Die Abschirmvoirichtung gemaB 
Fig. 8A besteht hierbei aus zwei in der gleichen Richtung 45 
ausgebildeten Abschirmkammer A und wobei nach ei- 
nem Biegeschritt bade Kammem "unter" die Verbindungs- 
stege S gebogen werden. Bei diesem dritten Ausfiihrungs- 
beispiel sei darauf hingewiesen, daB insbesondere bei Tief- 
ziehverfahren immer ausreichend tiefziehfahiges Material SO 
zur Verfiigung stehen muB, weshalb iiblichcrweise die Re- 
xibilitat bei der Realisierung von beliebigen Geometrien 
stark eingeschrankt ist. Auch in den Fig. 8A bis 8C ist eine 
Offhung O bzw. Quetschverbindung Q nicht explizit darge- 
stellt, kann jedoch in ahnlicher Weise nach den jeweiligen 55 
Bediirfnissen ausgebildet werden. 

Fig. 9 zeigt eine Draufsicht einer Abschirmvorrichtung 
gemaB einem vierten Ausfuhrungsbeispiel, wobei sowohl 
die erste Abschirmkanmier A als auch die zweiten Ab- 
schirmkammem F, G, und H in der selben Richtung durch 60 
Tiefeiehen ausgebildet werden. Die einzelnen Abschirm- 
kammem A, F, G und H sind hierbei uber Verbindungsstege 
miteinander verbunden, weshalb sie wiederum in einfacher 
Weise in einem Bestuckungsvorgang als SMD-Bauteil auf 
einer Leiterplatte P plaziert werden konnen. Die Abschirm- 65 
vorrichtung 1 gemaB Fig. 9 ist hierbei auf eine Schaltung 
opdmiert, wie sie insbesondere in Mobilfunktelefonen vor- 
kommen konnen, wobei eine Vielzahl von abzuschirmenden 



Logik- Oder Hochfrequenzschaltungen verteilt auf der Lei- 
terplatte P angeordnet sind. Die Verbindungsstege S konnen 
hierbei bogenformig ausgebildet sein, wodurch eine Anord- 
nung von weiteren Bauteilen T unterhalb der Verbindungs- 
stege S erm5glicht wird. 

Die Erfindung wurde vorstehend anhand von einer ersten 
Abschirmkammer A und einer "^elzahl von zweiten Ab- 
schirmkammem beschrieben, wobei die zweiten Abschirm- 
kanmiem entweder innerhalb der ersten Abschirmkammer 
Oder auBerhalb der ersten Abschirmkammer liegen. Sie ist 
jedoch nicht darauf beschrankt und umfaBt auch derartige 
Realisierungen, bei denen eine Schachtelung von mehreren 
Kammem ineinander erfolgt, oder die zwdten Kammem 
weiterelnnenkammem aufweisen. 

Fur die Verbindung der Kammem wurde vorzugsweise 
eine Quetschverbindung vorgeschlagen. Sie ist jedoch nicht 
darauf beschrankt, sondem umfaBt vielmehr alle weiteren 
Verbindungen, mit denen ein Federeffekt ausgeglichen wer- 
den kann. 

Als Material ftir die Abschirmvorrichtung wird vorzugs- 
weise tiefziehfahiges elektrisch leitendes Material verwen- 
det. Es kann jedoch auch ein KunststofiP mit Metallbeschich- 
tung (z. B. SpritzguBteil) oder ein sonstiges Material ver- 
wendet werden, mit dem die einstuckige Abschirmvorrich- 
tung realisierbar ist. 

Patentanspriiche 

1. Abschirmvorrichtung zur Abschirmung von elek- 
tromagnetischer Strahlung auf und von elektronischen 
Bauteilen (T) mit einer ersten Abschirmkammer (A) 
und zumindest einer zweiten Abschirmkammer (B, C, 
D; B; F, G, H), dadurch gekennzeichnet, daB die Ab- 
schirmvorrichtung (1) einstiickig ausgebildet ist. 

2. Abschirmvorrichtung nach Patentanspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die zumindest eine zweite 
Abschirmkammer eine Innenkanuner (B, C, D) dar- 
stellt, die innerhalb der ersten Abschirmkammer (A) 
liegt. 

3. Abschirmvorrichtung nach Patentanspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Innenkammer (B, C, D) 
zusatzlich Uber eine Quetschverbindung (Q) an der er- 
sten Abschirmkammer (A) befestigt ist. 

4. Abschirmvorrichtung nach Patentanspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die zundndest eine zweite 
Abschirmkammer eine AuBenkammer (E; F, G, H) dar- 
stellt, die auBerhalb der ersten Abschirmkammer (A) 
liegt 

5. Abschirmvorrichtung nach einem der Patentansprii- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Ab- 
schirmkammera (A bis H) zumindest eine Offnung (O) 
zum 2^fuhren von Warme aufweisen. 

6. Abschirmvorrichtung nach einem der Patentansprii- 
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafi sie ein Tief- 
ziehteil darstellt, 

7. Abschirmvorrichtung nach einem der Patentansprii- 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB sie ein SMD- 
Bauteil darstellt. 

8. Verfahren zur Herstellung einer Abschirmvorrich- 
tung mit den Schritten: 

a) Vorbereiten eines einstiickigen tiefziehbaren 
Abschirmmaterials mit einem ersten Abschirm- 
kammerbereich und zumindest einem zweiten 
Abschirmkammerbereich; 

b) Ausbilden einer ersten Abschirmkammer (A) 
im ersten Abschirmkammerbereich mittels Hef- 
ziehen und 

c) Ausbilden von zumindest einer zweiten Ab- 
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schirnikammer (B bis H) im zumindest einen 
zweiten Abschirmkammerbereich mittels Hefzie- 
hen. 

9. Verfahren nach Patentanspnich 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Ausbilden der ersten Abschirmkam- 5 
mer (A) in einer ersten Richtung eifolgt und das Aus- 
bilden der zumindest einen zweiten Abschirmkammer 
(B) in einer zur ersten Richtung entgegengesetzten 
zweiten Richtung erfolgt 

10. Verfahren nach Patentanspnich 8, dadurch gekenn- lo 
zeichnet, daB das Ausbilden einer der zumindest einen 
zweiten Abschirmkammer (E bis H) in der ersten Rich- 
tung erfolgt 

11. Verfahren nach Patentanspnich 9, gekennzeichnet 
durch den Schritt d) Biegen der in der zweiten Rich- 15 
tung ausgebildeten Abschirmkammem (B, C, D) an ei- 
ner Biegelinie (L) in die in der ersten Richtung ausge- 
bildeten Abschirmkammem (A). 

12. Verfahren nach Patentanspnich 11, gekennzeich- 
net durch den Schritt e) Verbinden der in der ersten 20 
Richtung ausgebildeten Abschirmkammer (A) mit der 

in der zweiten Richtung ausgebildeten Abschirmkam- 
mer (B). 

13. Verfahren nach einem der Patentanspriiche 8 bis 
12, gekennzeichnet durch den Schritt al) Ausbilden 25 
von zumindest einer Offnung (O) in zumindest einem 
der Abschirmkammerbereiche des einstuckigra tief- 
ziehbaren Abschinnmaterials. 
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